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1) Tres materiales semiconductores tienen misas efectivas similares, pero distinta energia de gap. En la tabla,

se resumen algpunos de sus pardmetros fisicos a temperatura ambiente. Con t:;if}:l uno de estos materiales
intrinsecos se fabrica una muestra de iguales dimensiones (4rea A = 1mm? y longitud L = 5mmyj,
conectando una fuente de tension V' = 5V entre sus extremos, Calcular la corriente que circula por el

material de mayor energia de Gap.

cC1 SC 2 SC 3

n(djem®) 21x108 12x101° 3,1x10%
jim (cm?/(Vs)) 900 1000 1250
jip (cm?/(Vs)) 300 400 600

9) Para el circuito de la figura fabricado en un proceso de fabriacion CMOS con s ‘
pardmetros ¥np = 3.3V ]|:1r = (T JJ(I-':” - E-][I‘H.-"'.I.""l.'rg'; WL = "100; 2 — [l L '..-li:';l

calcular el valor de R para que circule una corriente = 350 pA.

3) En la figura se muestra un diagrama de portadores minoritarios para un Transistor Bipolar de Juntura

polarizado. jEn qué régimen esti polarizado el transistor?
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4) Se implementa un amplificador emisor comiin sin realimentacién con un transistor NPN con parametros
B = 200 y V4 — oco. La tensién de alimentacion es Voo = 9V, v el transistor esta polarizado con una
resistencia de base Rg = 68k entre la fuente de alimentacion y la base del transistor, y una resistencia
de colector, Re = 15012 conectada a la fuente de alimentacién. A la entrada del amplificador, se conecta
una senal senoidal (v,) con resistencia serie R, = 1kil a través de un capacitor de desacople de valor
adecuado, Caleular el valor maximo que puede tomar v; para que el amplificador no presente distorsidn.

5) Diodos de potencia: jQué consideraciones constructivas se tienen en cuenta al fabricar un diodo PN que
debe ser capaz de manejar potencia elevada?

debe estar _levemente dopado para disminuir Ey y



